
Figure 1. Light intensity dependence of OCP 
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太陽光エネルギーの効率的な利用に向け、光電気化学反応による水素生成が注目されている。

この特性を決める一つの要因であるバンドアライメントは半導体表面におけるバンド端エネルギ

ーとフェルミレベルをもって明らかにされる。ここで、バンド端エネルギーはモット・ショット

キープロットにより実験的に求めることができる。一方、フェルミレベルは開回路電位(OCP)によ

り簡便に評価できるため、OCPの光強度依存性の測定により、平衡状態と光照射状態におけるバ

ンドアライメントの違いを測定することが可能となる。この手法を応用して、半導体表面の状態

がバンド端エネルギーおよびフェルミレベルにもたらす影響を評価した。今回は，測定法の原理

検証として半導体表面の結晶欠陥等の影響を解析したが、今後助触媒や表面保護層等に解析を拡

張可能であると期待される。 

1M NaOH溶液中で、n型 GaNエピタキシャル結晶（キャリア濃度 4×1018 cm-3）の OCPを、

Ag/AgCl参照極に対して測定した。GaN表面を Arプラズマに暴露し，表面ダメージを与えた。光

源には He-Cdレーザー (325 nm)を用いた。NDフィルタによりその強度を変化させ、10-5 mW/cm2

から 102 mW/cm2まで増大させた後に、10-5 mW/cm2まで減少させた。 

測定結果を図 1 に示す。Ar プラズマに暴露されていない GaN では、光照射強度の対数にほぼ

比例して OCPが変化した。また、光強度の増大・減少によるヒステリシスは見られなかった。一

方、プラズマ暴露された GaN では、101 mW/cm2より低

い照射量において、OCPの光強度依存性が減少した。し

かし、最大光強度を照射した後の光強度減少時は、暴露

されていないGaNとほぼ等しい傾きでOCPが変化した。

これらの現象は，光励起キャリアのバルクへの蓄積によ

る空乏層の変化、プラズマ暴露により導入された表面準

位へのキャリアの捕捉、さらに GaNの表面状態による電

解液と GaN間の電位差（電気二重層）の変化を示唆して

おり、半導体・電解液界面の物理的解析の端緒を開くも

のである。 
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